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１．概要（Summary） 

電流誘起磁壁移動を利用した磁化反転は、スピントロ

ニクス素子における磁化方向の電気的な制御方法として

注目されている。強磁性酸化物 SrRuO3(SRO)において

は、実用的な強磁性金属よりも 1-2 桁低い電流密度で

磁壁を移動できることから、この低電流密度での磁壁

移動の機構を明らかにすることにより、高効率な電流

誘起磁壁移動の実現が期待される。本研究では SRO
において、磁壁に作用する電流誘起有効磁場の温度依

存性を詳細に調べることにより、電流誘起磁壁移動の

機構がワイル点に起因した新原理の機構で説明でき

ることを明らかにした。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
半導体薄膜堆積装置（PAC-LMBE） 

【実験方法】 
パルスレーザー堆積法用いてミスカット角 2°の

SrTiO3 (001)基板上に膜厚 21 nm の SRO を成膜した。

続いて、作製した SRO 薄膜をフォトリソグラフィー

と Ar イオンミリングを用いて Fig. 1 に示すような 1
対のホールプローブをもつチャネル幅 2 µm のホール

バー形状素子に加工した。チャネルの左側には局所的

な電流磁場を発生させてチャネル内に磁壁を生成す

るためにAu/Cr で幅 2 µm のエルステッドラインを作

製した。そして、チャネル内に磁壁を導入した後、電流が

磁壁に及ぼす有効磁場を求めた。 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

磁壁に作用する有効磁場の温度依存性を調べた結果、

有効磁場は低温において 2 つのピークをもつ特異な温度

依存性を示した。また，有効磁場の大きさは従来原理に

基づく計算値よりも大きいことから、SRO における有効磁

場は従来原理では説明できないことを明らかにした。さら

に、ワイル点に起因した新原理の機構に基づく理論値と

実験結果を比較したところ、この有効磁場の特異な温度

依存性と大きさは、新原理の機構でよく説明できることが

わかった。これらのことから，SRO における電流誘起磁壁

移動は、ワイル点に起因した新原理の機構が主要因であ

ることを明らかにした。このワイル点に起因した新原理の機

構を用いることにより、磁気メモリの省電力化が期待され

る。 
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Fig. 1 Micrograph of a device 


